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硅单晶中碳、氧含量的测定
低温傅立叶变换红外光谱法

1 范围

本标准规定了低温傅立叶变换红外光谱法测定硅单晶中代位碳、间隙氧杂质含量的方法。
本标准适用于室温电阻率大于0.1Ω·cm的N型硅单晶和室温电阻率大于0.5Ω·cm的P型硅

单晶中代位碳、间隙氧杂质含量的测定。
本标准测定碳、氧含量的有效范围从5×1014atoms·cm-3(0.01ppma)到硅中代位碳和间隙氧的

最大固溶度。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T6618 硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T14264 半导体材料术语

GB/T29057 用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程

ASTME131 分子光谱有关术语(Standardterminologyrelatingtomolecularspectroscopy)

3 术语和定义

GB/T14264和ASTME131界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

背景光谱 backgroundspectrum
在红外光谱仪中,无样品存在的情况下使用单光束测量获得的谱线,通常包括氮气、空气等信息。

3.2
参比光谱 referencespectrum
参比样品的光谱。对于双光束仪器,参比光谱是直接将参比样品放置于样品光路,让参比光路空着

获得的,对于傅立叶变换红外光谱仪及其他单光束仪器,参比光谱是将参比样品的光谱扣除背景光谱后

得到的结果。
3.3

样品光谱 samplespectrum
测试样品的光谱。对于双光束仪器,样品光谱是直接将样品放置于样品光路,让参比光路空着获得

的,对于傅立叶变换红外光谱仪及其他单光束仪器,样品光谱是将样品的光谱扣除背景光谱后得到的

结果。
3.4

基线 baseline
从测量图谱中碳、氧吸收峰的两侧最小吸光度处作出的一条切线。用来计算吸收系数α 和吸收峰

面积。
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